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---------------------------------------------------------------------------------
1、 審查結果
申請編號 TN90GUTM-114B-A0002
專題名稱 應用於低軌道衛星通訊射頻發射端Ku頻段之數位控制向量合成相移器與可變增益放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1. I/Q Path DAC的matching如何達到。
2. QAF加Rq之後只show Amplitude改善，但未說phase是否degrade? 
3. RF Tx側的線性度考量是否也加入IP3? 
4.後方VGA的loading變動是否納入考量?


申請編號 TN90GUTM-114B-A0003
專題名稱 應用於超導量子位元並具I/Q校正與直流偏移消除
之5-7 GHz升頻器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.注意input trans-conductance(Gm Stage)多loop下的穩定度。 
2. LORR雖然不錯，但是HD2.
3.IF port並沒有明顯的Common Mode Rejection。 
4.請補充LO-IF和RF-IF之隔離度(isolation)模擬結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0004
專題名稱 採用堆疊共源極 FET 及電流共用同中心渦旋變壓器的寬頻 CMOS PA
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.量測方法需再考慮一下，太多bondwire(VD，RFout)穿越到晶片中心，易造成不預期的Signal coupling。 
2. Stack CS的好處有需要進一步說明，除了Vdd拉高外，其他如Body effect等未說明。 
3.打線都直接跨入晶片，甚至電感中間有3D EM模擬過嗎?。 
4.本設計透過bonding wires打線到PCB板量測，請考量bonding wires的效應。 
5.量測layout拉的線太長，耦合效應需額外注意。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0005a
專題名稱 應用於藍芽頻段之低電壓第一類鎖相迴路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.請說明為什麼Rref要設定在2Mhz？
2.針對Clock Generator變異。
3.架構完整超低功耗，TYPE PLL的各個功能方塊均提供詳細模擬。
4.補充電感全波電磁模擬結果，需包含電感值及品質因素對頻率結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0006
專題名稱 應用於5G sub-6G集成化之寬頻功率放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1. as shown in p.p.9，balun的layout結構看起來不對稱，需仔細考量。 
2.若也要用on-wafer probing，要加強on-chip ground plane(layout)。 
3.需要長Twist line的理由? 
4.輸出balun的設計看不出是current combining或Voltage Combining或hybrid? 
5. Balun對應的PA unit很不對稱. 
6.因為特性不是單調變化, AM-AM, AM-PM的模擬要看更多頻率點. 
7.請補充製程變異的模擬結果。 
8. Balun的平衡layout有很大的問題。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0008
專題名稱 應用於低軌道衛星通訊射頻接收端Ku頻段之數位控制向量 合成相移器與低雜訊放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.It is better to have more descriptions about design flow, device sizing and design equations。 
2.Rx側，請提供Noise Cancellation更明確RF signal，Noise差異的消除Noise機制。 
3.Linearity未提供。 
4.What's the design of the first balun(single-end to differential)? 
5.Please show the simulated stability of the low-noise amplifier. 
6.缺LNA design detail.


申請編號 TN90GUTM-114B-A0009
專題名稱 使用平行耦合線匹配之V-band 90nm CMOS低雜訊放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.模擬完整, 唯參考文獻年份差別甚大,如能增加更多期刊論文比較會更好, 整體性能與參考文獻比較有優有劣,如能進一步分析原因會對設計更有幫助。
2.在˙7-3節有提到輸出平行耦合線，跟這個電路設計的關聯是什麼？需要解決什麼問題嗎？
3.請說明電路設計的特色為何？各項參數在最後FOM比文獻差很多。
4.在15GHz左右有一S11特別低，請分析其原因。
5.建議將各級電壓增益與級間的阻抗值列出，以瞭解各級的特性。
6.電路架構相對傳統，只有輸出處採耦合線方式匹配，但也非特別的創新。
7.達成的效能普通，和state-of-art還有段差距。
8.布局方式有些疑慮，可能有超乎預期的耦合在級間匹配會構成問題。By-pass電容擺放也不夠妥適。
9.電流再利用處疊接級的下地電容是否足夠?


申請編號 TN90GUTM-114B-A0010
專題名稱 應用於第五代通訊系統之毫米波接收機
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1. LNA採用三級的目的為何?
2. LNA有無補償線性度的DS差異可否比較? P1dB看起來改善不多。
3.採用自製電容做shield的優點為何?
4.看起來postsim的RF port return loss頻寬沒有符合所需的24-28GHz，該如何改進呢?
5. RF port return loss, pre-sim 和postsim 差距不小，請問原因為何?
6. LNA本來的NF多少呢? 看起來NF與paper相比很不錯
7.是否有固定IF，變動LO頻率的作圖呢? 方便看LO port看到的頻率響應
8. LO input power 是否有掃描過不同input power的結果呢?
9.測試考量中，應列出要用哪些儀器、量測哪些參數等等的。
10.對於NF之降低及後續欲應用於 MIMO，可增加 LO leakage 與 RF leakage 的波束成形量測項目。
11.最近三次下線紀錄需具體說明是否量測無誤。
12.相關研究發展現況需引用近期毫米波接收機相關發表文獻，並比較分析討論。請切實撰寫。
13.模擬結果呈現X與Y軸需有單位標示，如圖17、19、29、30、pre-simulation、post-simulation
14. Inter-stage穩定度分析並未完整，因LNA為兩級架構、且LNA和mixer間還有一組主動平衡轉換放大電路。
15.補充接收機轉換增益對中頻頻率模擬結果與說明。
16.補充LO-to-RF隔離度模擬結果與說明。
17.補充接收機輸出(入)P1dB、IP3對射頻頻率模擬結果與說明。
18.測試考量需具體說明將使用何種儀器設備進行何種參數量測分析。
19.效能比較表需加入晶片面積完善比較分析。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0011
專題名稱 具低功耗偏壓及改善負載調節率技術之高效率疊接式直流-直流降壓轉換器
晶片形式 Package:40 S/B:8Pcs + DieSort:10EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.圖示的一致性應加強。
2.在比較表上應有突顯自己設計目標的規格。
3.所讀的Ref 及比較表內之Ref，皆太舊，應讀5年內論文。
4.電路架構完整，但與其它參考文獻比較，均太早期的論文。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0012
專題名稱 應用取樣-泵浦式占空比校準之低功耗 40MHz 脈衝注入式晶體振盪器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  A
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.補上長時間模擬圖，可以更了解何時脈衝產生器動作和波形的穩定度。
2.此電路功耗相較其他電路大。
3.對於MHz頻段的晶體震盪器而言，本計畫主要是追求低噪聲指標，因此採用PIXO技術，一方面可以降低XO本身的Phase Noise，另一方面也方便結合SXDO等應用。如何將現有的技術直接套用至MHz的頻段，需要考量到功耗、面積等層面，是個值得深入研究的主題，具有實用性。
4.電路描述相當清楚完整，可行性極佳。
5.設計流程太簡陋，應有詳細說明，特別是設計時的注意事項。
6.依文獻比較結果顯示，本研究在面積與功耗部份具備優勢，其原因為何?應予以詳細說明。
7.相較傳統此電路加入脈衝產生器、佔空比校準電路(Duty cycle calibration，DCC)等電路，針對低功耗議題，應如何比較？應針對各方塊電路功耗佔比作說明。
8.晶片內部電容面積很大，增加電路成本。
9.起振條件如何？是否有不振盪之問題。
10.整體晶片功耗為uW等級，應可補充說明如何精準量測個別子電路的功耗。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0013
專題名稱 應用於衛星通訊之Ku頻段次取樣鎖相迴路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.本設計為TN90GUTM-113D-A0025為改善取樣電路、頻漂與phase noise改版設計，且採用已驗證過的Sub-sampling PLL架構，應具有可行性。建議補充前次量測數據，以說明需要改版之設計考量。
2.本設計流程完整，惟18.5 mW的power consumption應用於DBS仍稍大；且SSPLL 的主要弱點是參考突波(Reference Spur Suppression)較大，因此 參考突波抑制是關鍵規格，式(4)有提到reference spurs 的衰減量，請補充Reference Spurs的 simulation 結果。
3. SS、FF process corner在切換式電容控制下，並未涵蓋到12.8GHz!若發生製程變異可能也會無法達到設計目標?
4.未見溫度變異分析。
5.文獻比較表中，為什麼phase noise在100kHz的地方會比1MHz的地方來得低?有些不合理? 請說明原因。
6.功率消耗比已大多數發表文獻高，是哪個部分造成?
7.此為修改前次電路，應詳細說明如何進行更精確的EM模擬，與上次與這次重新設計偏壓電路的差異?


申請編號 TN90GUTM-114B-A0014
專題名稱 應用於RF3頻段之寬頻高線性度與9 dB回退效率提升2.25倍之負載調變平衡放大器設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.補上ACLR or IP3 data。 
2.coupler的相位誤差規格都很小，此規格的影響有多大?如何guarantee在寬頻範圍內可達成? 
3.Balanced結構在接CA側於設計BA時，如何考慮?(CA作用為OFF->ON，Zin差異可能很大)。 
4.有些界面非50Ω的影響未完全評估。 
5.效能比較表可定義品質因數(Figure of Merit，FOM)以客觀評估本設計之效能。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0015
專題名稱 應用於光通訊接收端之 20 Gb/s 具可控特性的轉阻放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.前後內容不一致雷射波長有1310nm 與1550nm。
2. S2D具相位誤差問題。
3.暫態模擬與頻率響應不符合，暫態輸出明顯偏小。
4.未說明TIA轉阻增益為多少。
5.說明量測考量步驟時，應統一使用中文或英文以方便閱讀，建議附上各量測儀器的相關名稱型號等資訊。
6.模擬考量很完整，建議新增訊號經S2D放大的結果。
7.比較表應附上FOM值及其公式作為衡量所設計電路特性之優劣。若功耗沒有考量buffer，應在比較表上註記without buffer。
8.報告文字內容應更嚴謹，其中表格編號未依順序，部分表格未附上標題。
9.增益及頻寬稍小。
10.專題電路具前瞻實用性，模擬分析資料詳細完整。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0016
專題名稱 基於 90 nm CMOS 製程之 Ka 頻段三層堆疊式高增益高輸出功率放大器設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.報告撰寫和整體設計詳細但是建議比較表建議加入VDD值。
2.三層疊接應該可以提高VDD但線性度操作上表現結果相較其他論文並沒有出色表現。
3.電路設計Differential目的為何?
4. TT corner postsim 在55GHz左右，gain與return loss都有奇怪的翹起，是否有振盪的可能性? 可能造成此現象的原因為何?
5. Return loss的頻寬很窄，但是有gain的頻率很寬，要特別注意振盪的可能性。
6.是否有做inter-stage stability模擬?
7.電路圖中Cn5/6/7/8有負電容的效果嗎? 會不會因為Ck1/2/3/4是大電容接地，而變成看到對地的電容?
8.為什麼presim和postsim的電流差了50mA? 
9. OP1dB和Psat差了5.2dB，與paper相比差了2dB以上，可能原因是什麼? 如何改善?
10. Ka-band三層堆疊式功率放大器從負載 線分析、堆疊偏壓、補償電容、neutralization、負載牽引到EM全流程均完整。
11.加入差動架構提升輸出擺幅與穩定性。 與原本晶片之比較？ 
12.熱效應（thermal coupling）在stacked結構中顯著，建議未來可針對thermal model 進行分析。
13.相關研究發展現況需引用近期功率放大器相關發表文獻，並進行架構比較分析討論。請切實撰寫。
14.變壓器全波電磁模擬結果呈現Y軸需有單位標示，此外，需補充偶和係數對頻率結果。
15.所採用功率放大器架構為兩級架構，需補充interstage stability模擬結果與說明。
16. GSG PAD需加入全波電磁模擬結果，避免對電容影響功率放大器輸入和輸出匹配。
17.[9]模擬結果呈現X與Y軸需有單位標示，同時須有完善文字說明討論分析。請切實撰寫。
18.補充輸出P1dB和IP3對頻率模擬結果與說明。
19.量測考量需補充線性度量測分析。
20.效能比較表IIP3應該為OIP3，其他參考文獻需具體標示比較，非以NA標示。此外，需加入近三年發表結果公平比較分析。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0017
專題名稱 應用於10Gb/s半速率時脈資料回復器之環形振盪器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.VCO效能沒有特色。
2.設計如何降低phase noise。
3.本專題所設計的環形振盪器，係藉由滿足巴克豪森準則的接法產生穩定的振盪，此架構的每一級延遲單元（Delay Cell）提供45°的相位延遲（Phase Shift），因此可輕易從第一級與第三級（或第二級與第四級）的輸出端提取出精確的90°相位差訊號，直接支援半速率資料取樣所需的條件，具有實用性。
4.電路相對簡單，規模也較小，缺乏創新性。
5.設計流程太簡陋，應有詳細說明，特別是設計時的注意事項。
6.量測考量描述尚佳，惟需要考量雜訊的影響。
7.依文獻比較結果顯示，本研究似乎不具有較人優勢，而且所採用的比較文獻較為老舊，創新性不明顯。
8.參考文獻太少且過於老舊，建議多多加入近三年的參考文獻。
9.本研究旨在設計一組可應用於半速率 CDR 之環形振盪器，期望其在各種 PVT Variation 下仍能維持目標振盪頻率，以作為後續 CDR 系統設計的重要參考。然而，就目前內容而言，仍有數項技術面向需要補強與說明。
10.本設計採用四級差動環形振盪器（4-Stage Differential Ring Oscillator）架構，屬於相當常見的實現方式，尚未看出針對低功耗、低相位雜訊或高速操作上的特別電路創新。若欲做為後續 CDR 系統的基礎振盪器，建議作者需說明此架構之優勢何在，並進一步探討是否有符合高效能應用之改良空間。
11.量測層面的討論仍嫌不足。設計目標為 5 GHz 時脈，但實際輸出波形如何引出晶片進行量測？以一般 IO 或探針直接輸出此頻率，往往會因頻寬不足而無法呈現良好的方波，可能只剩弦波或嚴重退化的波形。因此，建議補充完整的量測配置、所使用的 buffer 或高速輸出級、量測環境頻寬，以及對應的波形品質。
12.若此振盪器最終需與高頻 CDR 架構整合，則需進一步說明其對 CDR 的影響。尤其是高速系統中關鍵的正交相位匹配（I/Q mismatch）、duty cycle 失真、振盪器輸出驅動能力不足（IO driving limitation）等問題，皆會直接影響 CDR 的鎖定範圍與抖動性能。建議作者針對上述議題提出更完整之分析或模擬，強化本研究作為 CDR 前端振盪器的實用性與參考價值。
13. PVT 的模擬結果可以整理成一表格(搭配圖)說明。
14. SS corner可調的最高頻率低於6GHz，接近規格的5GHz。
15.相較於其他文獻，大於10mW的功耗與相位雜訊，存有改善空間來達到更佳的FoM與實用性。
16.本設計是做四級差動震盪器的實現，為10G Bbs的CD R電路所需之時脈進行設計，要求有5G Hz的輸出頻率，架構本身是非常平常的雙端環形震盪細結構，而延遲單元也是最常見的差動延遲單元，以電流控制以及壓控電容改變頻率，並藉由外切換的兩個電容開關做出四段的操作頻率。整體的架構在創意上並無特殊之處，基本上是實現了震盪器的可行性。但是最後的規格尤其在相位雜訊上仍有改善的空間，在環型震盪器的規格而言，並未非常突出。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0018
專題名稱 具異質整合技術之高輸出功率與寬調變頻率壓控震盪器設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.確認MOS CAP是否超Breakdown Voltage。
2.補充電感sin波電磁模擬結果。
3.Turning Range Vc=0 Vc=1不同States下 Overlapping區很小，如果有PVT飄移可能Turning Range無法連續。
4.比較Tank的Q在CMOS上與GaN製程上的優劣。
5.GaN輸出功率高，Voltage Swing大是否會將CMOS的Varator等元件Breakdown。
6.異質整合的優勢。
7.採用GaN為VCO的Core LC Tank/Si Varator調整是較少方式達成High Output Power的結果是有趣的方式，採異質製程整合不利於PLL整合。
8.補充LC Tank，3D模擬如果要用異質整合建議可將Inductor用於GaN上。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0019
專題名稱 2.4GHz寬動態範圍之整流器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.報告撰寫詳細但可否特別說明此專題煩請補充說明電壓變異特性。
2.為何Fig. 12(a)效能會最好?
3. on PCB量測需考量bond線問題嗎?
4.電路設計頻率為2.4 GHz，請問頻率偏移影響? 或是可用頻寬範圍?
5.看來input matching電路是在PCB上，在量測考量中，應放上PCB layout，以及說明要如何用bonding wire進晶片。
6.在模擬上如何考量binding wire效應? 如果不對稱會有什麼影響?
7.晶片內m1 GND是接到哪個GND?還是floating?會造成傳輸線的影響嗎? GND與PCB的GND如何相連? Bondwire嗎?是否有考慮bonding wire的電感效應?
8.採用3-stage differential rectifier，並加入HVT diode-connected PMOS做動態自偏壓，Pre與Post layout模擬均顯示穩定的 Peak PCE、PDR 與 Sensitivity，匹配網 路與量測架構亦具可行性。
9.更寬頻匹配網路設計、輸出端load variation 分析、Monte-Carlo 模擬等項目，建議可在未來分析時提供。
10. [9]模擬結果和Fig. 18模擬結果呈現X與Y軸需有單位標示。
11.模擬結果需有須有完善文字說明討論分析。請切實撰寫。
12.補充輸出電壓和轉換效率對輸入頻率模擬結果與說明。
13.補充說明輸出負載電阻選擇考量，需搭配不同負載電阻對輸出電壓和轉換效率模擬結果輔助說明分析。
14.效能比較表需加入頻寬和晶片面積完善比較分析。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0020
專題名稱 具異質整合技術之高輸出功率與低相位雜訊鎖相迴路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.DC Consmption過高。
2.由輸出的Voltage Waveform呈非對稱，無法對應phase noise特性，建議補充穩態分析。
3.補充PFD的輸入＆輸出訊號。
4.鎖定後的Vctrl的ripple很高，會影響PN特性，應用方式消除。
5.PN -135dDC/Hz相當好，模擬應該有些部分沒有考量到，應用tunctor模擬，而不是只跑HB。
6.Attenuator看入阻抗不是50Ω，會讓VCO頻率飄移。
7.模擬結果需有完整文字說明，請確實撰寫。
8.補充Supr Suppression對輸出頻率結果。
9.確認CMOS bypass cap最大操作電壓。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0024
專題名稱 適用於5G行動通訊之CMOS高增益低雜訊 放大器設計與分析
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1. Post-sim 與Pre-sim的FOM值差異甚大, 且參考文獻[4]之各數據都不錯, 但FOM卻較低, 請檢查採用之FOM公式及計算是否正確。
2.比較參考文獻較為老舊且格式有誤,並有很多資訊遺漏,如頁數…。
3.參考文獻[4]之各數據. 。
4.電路設計內容都是熟知技術。請改用教育性晶片。
5.線性度比其他文獻差，應該列入FOM計算才合理。
6.請說明將VDD提高至1.4V的原因？
7.建議將各級電壓增益與級間的阻抗值列出，以瞭解各級的特性。
8.電路架構相當傳統，創新性不高。
9. Metal Density在沒有電感的區域也大片未補，應留意應力問題。
10. FoM公式有納BW卻無線性度，是偏頗於專題的公式，線性度在LNA的重要性應該高於BW。
11. 此電路為單端電路，但是Layout上在Vdd和偏壓點完全沒看到By-pass電容。但未述明是否利用dummy metal來做。若無，此設計基本上幾乎沒有成功的可能。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0026
專題名稱 wide-band electrical balanced duplexer
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.對EBD以對稱性得到很好TX to RX isolation，isolation的Limitation為各埠的Reflection回到Σ-port的量實際超過，30db已經很好。
2.補充穩定源分析與模擬。
3.電晶體設計選擇。
4.此EBD+PA要如何量測單純EBD的insection loss？
5.此為EBD已整合PA，應秀最後與PA的模擬結果
6.PA的設計考量包括Power Matching、stability等應秀在報告上。
7.文獻比較表需加入晶片面積，直流功率、PAE、P1dB＆IP3等結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0031
專題名稱 用於高通道損耗補償之具製程容忍性連續時間線性等化器與環形振盪器的 10 Gbps 基於鎖相迴路的半速率時脈與資料回復接收器
晶片形式 Package:40 S/B:8Pcs + DieSort:10EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.具實用性，但對電路可以更進一步，仔細討論選擇更佳電路。
2.HRBBPD Charge Pump仍可改善。
3.CTLE peak gain不錯，但切band技術可改進。
4.References實在太舊，應需多讀5年內。
5.設計沒太多問題，但創新性上需多強化。
6.fig 7.13中之CS2之變化，可多思考創意，請參考近年之論文。
7.電路量測結果與其它文獻比較，並未較佳。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0033
專題名稱 應用於K-Band雷達的Power Ampilifier
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  D
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.電路基本,可多說明原理。
2.差分架構優點為何?
3. S22特性很差。
4.變異需模擬放入。
5.請提供比較表。
6.規格表應該有OP1dB, power dissipation等等。
7.本設計之最佳負載阻抗 Zopt為多少?請呈現負載牽引模擬(Load-Pull Simulation)的結果。
8. Postsim相較於presim，gain頻率飄也掉了，該如何修改回來?
9. Postsim input return loss頻率飄掉了，需要調整回來嗎? 該怎麼調?
10. S22只有4dB該怎麼辦? 會不會太差? 可以調整到更好嗎?
11.量測考量中，只寫出大訊號的量測方式，有需要做小訊號的S參數量測嗎? 該怎麼量? 
12. Output balun是怎麼模擬的? 可以承受PA最大功率時的電流嗎?
13.單級差動 common-source，在 23GHz具備良好的偶次諧波抑制與共模隔離能力。
14.輸入匹配偏窄，PAE稍低於Spec。
15.建議加入corner模擬(SS/FF/SF/FS）， 並提供量測完整架構。
16.可進行AM-AM / AM-PM分析，以符合雷達線性度需求。
17.相關研究發展現況需適當引用近期微波及毫米波功率放大器相關發表文獻。
18.架構簡介需有電晶體尺寸和直流篇壓選擇考量說明討論，需舉體搭配適當模擬結果輔助說明。
19. [9]模擬結果呈現X與Y軸需有單位標示。
20.模擬結果需有須有完善文字說明討論分析。請切實撰寫。
21.補充變壓器全波電磁模擬結果和說明，須包含自感值、耦合係數和品質因素對頻率結果。
22.補充線性度對頻率模擬結果和說明。
23.量測考量需說明小訊號量測和線性度量測分析。
24.效能比較表未完整，僅有[1]列入比較，且參考文獻格式未完整，無從得知發表年分和出處。需與近三年發表文獻比較(多件)，且需加入頻寬、P1dB、IP3和對應性能指標。請切實必較分析工作。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0035
專題名稱 適用於低軌道衛星之多頻段低功耗接收機設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.考慮的很全面，建議下線。 
2. LO fixed 9 GHz，RF降下來應是IF而非所說的BB。 
3.有點複雜的8字形L設計->Q值不算好->notch效果受影響。 
4.有無考量notch filter之前的IM3影響?


申請編號 TN90GUTM-114B-A0040
專題名稱 90 奈米 CMOS 製程中的 10–12.5 GHz 整數型鎖相迴路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.本設計為傳統整數型鎖相迴路架構，惟採用寬頻可切換頻帶VCO，實現之低功耗10–12.5 GHz 頻寬PLL仍具挑戰性。
2. VCO output與CML間是否有考量loading effect?如未有buffer amplifier，請特別觀察其o/p掛50 ohm 負載下的 swing是否足以驅動CML FD?
3.請補充Reference Spurs的 simulation 結果。
4.未見製程、溫度變異分析的phase noise特性!頻率鎖定後，頻率抖動似乎偏大!
5.在tuning range部分，每個state overlapping的範圍有點小，應跑PVT模擬，確認在不同的PVT下tuning range都不會斷掉。
6. phase noise比已大多數發表文獻高，請說明原因?
7. Fref用了一個較不常見的頻率62.5MHz，請確認有可取得的crystal來滿足實際商業應用?
8.晶片on-wafer量測下針將採取何種探針，請確認。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0041
專題名稱 應用於二維平面波束成型雷達之射頻前端電路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.線路不完整，欠缺差動放大器線路。
2.模擬不完整，建議補做PVT變異模擬。
3.未考慮元件與路徑不匹配對相位誤差影響。
4.申請者在DRC驗證方面忽略了一些錯誤警報，雖有經風險評估，但建議應該更謹慎設計並避免產生驗證錯誤。
5.報告內文page 3與page 5有兩處電容值未標示清楚。
6.請補充說明TN28HPCplu-114C-A0002 之下線結果。
7.直流功耗稍大。
8.請補製程、控制電壓與溫度等條件變異情況下之模擬結果。
9.請補IP3模擬結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0042
專題名稱 應用於24GHz雷達系統之高隔離度類循環器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  D
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.報告內容詳盡，需改善部分格式，例如公式的位置及換頁的位置，以提高閱讀性。
2.報告內容應說明設計過程中所使用到的相關技術，詳細介紹所提電路之架構優勢。
3.電路的pre-layout及post-layout參數模擬結果差異略大，需進一步改善佈局。
4.請補充說明TN28HPCplu-114C-A0002 之下線結果。
5.直流功耗稍大。
6.本案與A0041之類循環器的電路完全相同，但A0041之類循環器電路確實無法完整量測驗證其效能。
7.請補製程、控制電壓與溫度等條件變異情況下之模擬結果。
8.請補IP3模擬結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0045
專題名稱 採用翻轉式電壓跟隨器參考緩衝架構之20MS/s,16 位元逐次逼近型類比數位轉換器設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.構想很好，但電路實現仍未達完善，因此規格比預期大幅下降。
2.Voltage buffer耗費太多POWER，仍有很大改進空間。
3.Post-Sim效能不佳，應試改善找出原因。
4.INL/DNL結果顯示不佳，是否有missing code.
5.fin應拉高接近Nyquist rate再做verification.
6.整體電路架構是各電路改善的組合，唯整體電路特點與其它文獻比較，並未較佳，DAC部份Pre-sim到Post-Sim差異太多，亦有問題。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0046
專題名稱 10 Gbps半速率串列傳輸器發射端之可調係數前饋等化器與鎖相迴路整合設計應用於高通道衰減補償
晶片形式 Package:48 S/B:8Pcs + DieSort:10EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.電路具實用性，但電路描述圖示不佳。
2.PLL之BW決定之RC，C值太大。
3.Charge Pump, KVCO太大，尚有改善空間。
4.電源應加上電感3nH,以模擬電源抖動的效應。
5.POWER dissipation相較於其它文獻較大，有改進空間。
6.Power真的太大，應需試著減少。
7.設計上沒有問題，但創新性上需多強化。
8.TX電路優化改善，但整體功耗太大，致與其它文獻比較，就造成本文不佳。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0047
專題名稱 應用於 5G 頻段之回授組態超低功耗 28GHz 低雜訊放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  D
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.想法具創新性。
2.最好將同一模擬之Pre-sim 與 Post-sim 擺在一起, 如此較容易看出其差異。
3. (1)Pro-sim 應為(1)Post-sim 之誤。
4. Post-sim 之NF 性能跑掉很多是何原因?
5.參考文獻由實際參考到的再列, 此外其格式不僅錯誤且不完整。
6.未做溫度,製程,及電源變異模擬.也未做線性度模擬。
7.整體而言功耗有顯著改善唯NF變差了。
8.第二級的gate端與drain端相連接，又使用一個電源供應，應該直接連接到VDD即可。應該避免目前使用二個電源的做法。
9. Pre-sim結果都是很窄頻，電路設計使用transformer coupling的效果與目的不明。
10.建議將頻寬列入效能比較表中。
11.從S21模擬結果並未看出此設計的頻寬特別大，請說明其原因。
12.雖然使用這麼低的供應電壓，線性度肯定不佳。但是起碼也應該進行模擬，而不是直接忽略該規格。
13.此電路為單端電路，但是Layout上在Vdd和偏壓點完全沒看到By-pass電容，如此設計基本上幾乎沒有成功的可能。
14.達成的規格除了低功耗外，其他部分特性也不夠好。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0053
專題名稱 E頻段LMBA於90奈米CMOS製程之設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.內容前後不符，設計目標頻率是70GHz，但是內容是58GHz，最後表格是76GHz。
2.建議補溫度變異模擬。
3.應更區分Doherty與LMBA差異。
4.模擬數據圖形雜亂，部分圖片與文字敘述不一致。
5.公式應詳細標上單位，否則難以理解公式所表達之物理意義。
6.電路僅說明驅動級與放大級架構，未提供輔助級電路架構及其說明。
7.報告內容提及在電磁模擬拉高走線達到相同模擬電容值，應提供數據及其分析以佐證此說法。
8.預計規格列表中,應比較Pre-sim 與 Post-sim 的差異。
9.請補電壓與溫度變異模擬結果。
10.請補IP3模擬結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0056
專題名稱 應用於量子電腦之低雜訊次取樣鎖相迴路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.請確認電晶體與被動元件L，在4K下特性飄移多少，是否影響頻率。
2.請模擬PVT。
3.請說明對量子應用loop、BW選擇考量。
4.電路特色。
5.補充Clock-Feedthrough模擬。
6.TSMC PDK的溫度為-40度，如何保證4K可操作。
7.確認所提出電路操作溫度模擬結果之溫度範圍。
8.比較需加入晶片面積，jitter，supr suppression residual FM error。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0057
專題名稱 低功耗次諧波藍芽接收機
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.請說明如何利用tunctor sizing達到input matching。
2.請說明如何達到low NF設計。
3.輸入LO訊號，確定仍有50%Duty Cycle。
4.此Mixer first前端呈現隨LO頻率改變的Band pass filter，特性是否具平坦的2Mhz頻寬。
5.是否操作於Current mode，補充在Mixer向RF與Baseband。
6.補充變壓器全波電波模擬結果，耦合係數對頻率結果。
7.模擬果需有完整文字說明，請切實撰寫。
8.補充LO相位振幅誤差對HRR模擬結果。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0058
專題名稱 使用90-nm CMOS 24GHz變壓器功率放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  D
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1. S22特性須調整頻帶內小於-10dB。
2.電路圖請加入. 報告過於簡單需描述架構和原理。
3.變異需模擬放入。
4.請提供比較表。
5.規格表應該有OP1dB, power dissipation等等。
6.本設計因為沒有呈現功率放大器的電路圖，所以無法了解其電路設計以及其layout是否需要修改。
7.功率放大器因沒有穩定度模擬結果而無法判斷其是否穩定。
8.請問申請書沒有電路圖，是要怎麼審查呢? 
9.請問postsim與電感是怎麼模擬的? 
10.電壓是2.4V，如何確認電晶體可以承受此電壓? 是用core device設計還是IO device設計?
11.總電流約400mA，如何確認此電路不會燒掉?
12.是否有做穩定度分析? 如何分析?
13. Bypass電路如何設計? 為什麼要這麼多顆電容?
14.量測考量中只有電源供應器和網路分析儀的方框，請問晶片要怎麼接到電源供應器和網路分析儀? 此電路需要量測power嗎? 要怎麼量測pin-out圖?
15. OP1dB與Psat差了7dB，與文獻相比有3dB以上的差距，該怎麼改善?
16.使用 transformer-based PA架構具成熟應用，但多為文獻改良式設計，具實用性但創新性可加強論述。
17. driver + power stage兩級架構，流程完整，但未提供 TT/SS/FF分析，且Post layout OP1dB 與 PAE 落差較大。
18.宜詳細補充量測考量與架構。
19.相關研究發展現況需適當引用近期微波及毫米波功率放大器相關發表文獻。
20.架構簡介需有電晶體尺寸和直流篇壓選擇考量說明討論，需舉體搭配適當模擬結果輔助說明。
21.申請書缺完整電路圖。
22. [9]模擬結果呈現X與Y軸需有單位標示。
23.模擬結果需有須有完善文字說明討論分析。請切實撰寫。
24.缺穩定度分析、電磁模擬結果、線性度分析、製成變異分析。
25.測試考量需具體說明將使用何種儀器設備進行何種參數量測分析。
效能比較表參考文獻[1]和[3]發表已超過10年以上，無法代表目前最新發展趨勢，需與近三年發表文獻比較，且需加入頻寬、晶片面積、IP3和對應性能指標。請切實必較分析工作。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0061
專題名稱 適用於5G行動通訊之CMOS高增益低雜訊放大器設計與分析
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.比較文獻偏少。
2. S11未能全頻寬匹配，低於26GHz頻段匹配不佳。
3.建議附上尺寸選擇之控制變因。
4.電磁波模擬的結果圖文字標籤顯示過小，建議可調整圖片的比例。
5.模擬結果的圖形展示過多，可部分搭配表格來呈現模擬概況。
6.架構有提到阻抗匹配，但在模擬結果未提供模擬之史密斯圖 。
7.比較表應附上FOM值以及其公式，以作為衡量電路整體特性優劣的依據。
8.預計規格列表中,為何頻寬Pre-sim與Post-sim來得小。
9.預計規格列表中,為何直流功耗Pre-sim與Post-sim來得大。
10.模擬資料完整且編排呈現簡潔有效。
11.效能比較表[14], [16]之操作頻率標註為25GHz左右，然而這兩篇論文在參考文獻之名稱皆敘述設計在60GHz頻段，60GHz之增益與雜訊指數自然不能與28GHz之結果直接比較，請確認何者有誤。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0062
專題名稱 具自適應偏壓電路之寬頻緊湊型CMOS疊接功率放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.本設計採用adaptive bias circuit(ABC)於cascode CG o/p stage，請補充說明圖二十二之Pin VS. IDS特性圖，是否此ABC於設定的功率區域啟動?
2.本電路僅在低頻(圖十六、1.3 GHz)有明顯的gain extension 效應，其他高頻(圖16-20)均無明顯ABC的效果，宜注意其可操作頻率範圍。
3.補充PA OP1dB 與OIP3 simulations 結果。
4.圖十四的S參數特性，1.3GHz的S21應該比最大值少約5dB?操作頻寬並未以3dB頻寬為依據!
5.建議可用FOM參數，進行文獻性能比較。
6.建議可以模擬IP3，以評估intermodulation。
7.在with pmos compensation and adaptive bias circuit下，AMAM, AM/PM似乎沒有太大改善?
8. M2 M4 body接地，是否有body effect? 又body 接地，是否電晶體各端點到端點的voltage swing會大過安全範圍? 
9. power transistor 有個Rf Cf回授電路來提升穩定度，但是Rf相當大，Cf較小，是否有發會回授穩定的效果? 請模擬穩定度分析，確認該RC有提升穩定度作用。
10.單顆power transistor測試電路已有24dBm量測輸出功率，此電路使用差動對，理論上可以達到27dBm，但是最後輸出也只有24dBm，請說明功率損失在哪裡?


申請編號 TN90GUTM-114B-A0063
專題名稱 使用串聯形式功率結合變壓器之寬頻Cascode功率放大器
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.本設計為TN90GUTM-113B-A0022將原figure-8輸出變壓器以一組單端線圈的形式取代先前兩組單端線圈，以縮小面積改版設計。建議補充前次量測之output power, PAE數據，以說明需要改版之設計考量。
2.設計流程不完整，請補充device size, bias conditions, loadpull, Zopt, DC bias bypass等設計考量。
3.因為採differential topology需考慮odd-mode stability，未說明是否有使用isolation resistor，請補充說明。
4.補充PA OP1dB 與OIP3 simulations 結果。
5.未見S參數分析!建議可以模擬IP3，以評估intermodulation。
6.建議可用FOM參數，進行文獻性能比較。
7. power transistor 有個Rf Cf回授電路來提升穩定度，請模擬穩定度分析，確認該RC有提升穩定度作用。
8. .M2 M4 body接地，是否有body effect? 又body 接地，是否電晶體各端點到端點的voltage swing會大過安全範圍?
9.請模擬AMAM, AM/PM等線性度特性。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0064
專題名稱 一個應用於液晶顯示器可容忍接地彈跳且具有±10%展頻深度的每秒九到三十六億位元1/3速率二進位時脈與資料回復電路
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.展示一個工業應用性之特殊規格的CDR，同時具+-10%展頻PLL，極為特殊。
2.規格實現電路並不特殊，但完善設計，GND BOUNCE或許可以用電感模擬。
3.Ground bounce (=200mv)是否為合理的值？應該確定。
4.有創新性概念加入，值得下線驗證。
5.如何證實GND bounce 200mv是個高規格的結果，需作些論文上探討論。
6.電路設計清楚完整 ，且與其它文獻比較亦不差，展頻範圍亦很寬。


申請編號 TN90GUTM-114B-A0065
專題名稱 一個應用於觸控感測且無須校準之十位元每秒取樣五千六百萬次的逐漸逼近式類比數位轉換器陣列
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  B
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1.應加+-INL的資訊。
2.應用性應更具體說明，以佐證設計規格。
3.每秒取樣56MHz/s ，為何在louch panel 應用中需要多個ADC？
4.INL/DNL需應提供。
5.共512點太少，需1024以上為佳。
6.設計觀念清楚完整，唯Pre-Sim及Post-Sim差異較大。


申請編號 TN90GUTM-114B-N0001
專題名稱 使用 90 奈米 CMOS 製程之 Ka 頻段低雜訊放大器設計
晶片形式 Package:N/A + DieSort:18EA
評比:  C
是否開放修改Layout:  N
建議/修改 
1刪除每篇參考文獻後之doi:…及Available:…。
2. FOM 出奇好, 請再確認FOM公式及計算是否正確, 最好基於同一技術基準比較。
3.圖1中，只有第三級M4的body沒有標示。實際上如何連接？
4.本案設計特色為直流共用，第二級設計採用。但根據二個電晶體閘極都是接上相同電壓，則M2操作在Triode region，應該不能正常運作。
5.建議將各級電壓增益與級間的阻抗值列出，以瞭解各級的特性。
6.電路架構相當傳統，創新性不高。
7.IP3曲線並非貼著模擬結果的漸近線，模擬設定上是否適當?
8.此電路為單端電路，但是Layout上在Vdd和偏壓點完全沒看到By-pass電容，如此設計基本上幾乎沒有成功的可能。


---------------------------------------------------------------------------------
